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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護裝置，包括：一基底，具有一第一導電型態；一第一摻雜區，形成在
該基底之中，並具有一第二導電型態；一第二摻雜區，形成在該基底之中，並具有該第

二導電型態；一第三摻雜區，形成在該基底之中，具有該第一導電型態，並位於該第一

及第二摻雜區之間；一閘極，形成在該基底之上，並位於該第一及第二摻雜區之間，該

閘極具有一第一開口及一第二開口；以及複數第一金屬接觸窗，穿過該第一開口，接觸

該第三摻雜區。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一開口為一封閉區域。
3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二開口的面積等於該第一開
口的面積。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二開口的面積不等於該第一
開口的面積。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護裝置，更包括：複數第二金屬接觸窗，穿過
該第二開口，接觸該第三摻雜區。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之靜電放電防護裝置，其中該等第二金屬接觸窗的數量大於
或小於該等第一金屬接 觸窗的數量。

7.　如申請專利範圍第 5項所述之靜電放電防護裝置，其中該等第二金屬接觸窗的排列方式
不同於該等第一金屬接觸窗的排列方式。
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8.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二開口的形狀不同於該第一
開口的形狀。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該等第一金屬接觸窗與該閘極彼
此絕緣。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電型態為 P型，該第二
導電型態為 N型。

圖式簡單說明

第 1A圖為本發明之靜電放電防護裝置之一可能實施例。
第 1B~1E圖為本發明之閘極之可能實施例。
第 2-4圖為本發明之靜電放電防護裝置之其它可能實施例。
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